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β-Ga2O3は，その大きなバンドギャップ (Eg ∼4.9 eV)から，高電圧パワーデバイス用の材料として
注目されている。Siや Snをドープすると n型の伝導性を示すことが知られているが [1]，理論計
算 [2]では，格子間水素も n型ドーピングの起源となりうることが報告されていることから、水素
の電子状態についても注目を集めている。我々は、水素の軽い同位体である素粒子ミュオン (Mu)

を用いるミュオンスピン回転 ·緩和法 (µSR)によって、β-Ga2O3における擬似水素としてのミュオ
ンの電子状態を調べている。

Fig. 1は，単結晶 β-Ga2O3 (001) で得られた室温での µSR時間スペクトルである。スペクトル
は、ミュオン近傍にあるGaの核磁気モーメントからのランダムな双極子磁場によってガウス関数
型で有限の緩和率 (∆)を示す成分（Mu1）と、ほとんど緩和を示さない成分（Mu2, ∆ ∼ 0）に分け
られる。以前の発表では、計算で得られた緩和率との対応から、Mu1の状態が 3配位の酸素とOH

結合した水素に対応していることを報告した [3]。本発表では、Mu2成分について報告する。
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Fig 1: µSR time spectra of single crystalline β-Ga2O3

under zero field (ZF) and longitudinal field (LF) mea-
sured at room temperature.

一般に、∆がほぼ 0となるのは、ミュオン
の感じる内部磁場分布がほぼ 0の場合、また
は、ミュオンの感じる磁場が高速で揺動して
いる場合である。Ga原子は比較的大きな核磁
気モーメントを有する元素であり、結晶構造
内で Gaの作る双極子磁場がほぼ 0となるサ
イトはない。また、核磁気モーメント自身の
揺らぎの時間スケールは 10−4秒のオーダーで
あり、µSRの時間スケール内 (10−6秒)ではほ
ぼ静的と見なせる。よってMu2成分は、ミュ
オン自身の高速運動によって緩和が抑制され
ていることを示唆している。
講演では、Mu2の体積分率の温度依存性や

第一原理計算で求めたポテンシャルなどにつ
いても報告し、Mu2の運動の詳細について議
論する。
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